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CZYTELNIA
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Kremlev, Vyacheslav Nikolaevich Strukov i Dzhamal
Omarovich Chutuev

Uprawniony z patentu: Jury Nikolaevich Dyakov, Vyacheslav Yakovle-
vich Kremlev, Vyacheslav Nikolaevich Strukov
i Dzhamal Omarovich Chutuev, Moskwa (Zwią¬
zek Socjalistycznych Republik Radzieckich)

Element trygerowej komórki pamięci

Wynalazek dotyczy elementu trygerowej komórki
pamięci przeznaczonego do wytwarzania szybko-
działających scalonych półprzewodnikowych matryc
urządzeń pamięciowych.

Znane są elementy trygerowej komórki pamięci
wykonane jako tranzystor wieloemiterowy, zawie¬
rający emitery adresowe i informacyjne, obszar
bazy i obszar kolektorowy z zestykiem prądowym.
Dwa takie elementy pozwalają zbudować trygerową
komórkę pamięci połączoną bezpośrednio. Takie
komórki pamięci są najbardziej odpowiednie, po¬
nieważ na skutek prostoty konstrukcji można otrzy¬
mywać wysoką gęstość rozmieszczenia ich na kry¬
sztale scalonego schematu półprzewodnikowego.

Emiter informacyjny elementu trygerowej ko¬
mórki pamięci jest przeznaczony do wprowadzenia
i wyprowadzenia informacji wyładowczej z komór¬
ki, a emitery adresowe — do adresowania komórki
pamięci.

Znane konstrukcje elementów trygerowej ko¬
mórki pamięci posiadają istotne wady, gdyż
w przebiegu procesu nasycenia, gdy emiter infor¬
macyjny znajduje się pod wyższym potencjałem
niż emitery adresowe, wówczas prąd emitera in¬
formacyjnego płynący wskutek pasożytniczego
wzmocnienia inwersyjnego zmniejsza prąd zlicza¬
nia komórek adresowych, dołączonych do ogólnego
wyładowczego przewodu szynowego. Obecność prą¬
dów pasożytniczych ogranicza ilość komórek tryge-
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rowych, dołączanych do ogólnego wyładowawczego
przewodu szynowego.

Dalszą wadą znanych rozwiązań jest to, że w ce¬
lu obniżenia natężenia prądu pasożytniczego
wzmocnienia istnieje konieczność wprowadzania
styków ze złota stopowego, zastosowania bazy
o specjalnej konfiguracji z odgałęzieniem wycią¬
gowym. Wprowadzenie złota stopowego komplikuje
i czyni droższym proces przygotowania układu sca¬
lonego, natomiast zastosowanie specjalnej konfigu¬
racji strefy bazy zwiększa powierzchnię zajmowaną
przez tranzystor w schemacie i zwiększa napięcie
szczątkowe między kolektorem i emiterem tranzys¬
tora, obniżając przez to samo odporność komórki
pamięci na zakłócenia.

Celem niniejszego wynalazku jest usunięcie wad
znanych układów pamięci oraz opracowanie ele¬
mentu trygerowej komórki pamięci o wieloemitero-
wej strukturze, posiadającego małe natężenie prą¬
du pasożytniczego emitera informacyjnego, zmniej¬
szone napięcie szczątkowe kolektor — emiter oraz
małe wymiary.

Zadanie według wynalazku rozwiązuje się przez
to, że w elemencie trygerowej komórki pamięci
emiter informacyjny znajduje się między emiterem
adresowym i zestykiem wyznaczającym prąd w ta¬
kiej odległości od emitera adresowego, że odcinek
przejścia kolektorowego, leżący pod emiterem in¬
formacyjnym jest umieszczony w kierunku zaporo¬
wym, a sama komórka zaopatrzona jest w poten-
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cjalny sygnałowy kontakt kolektorowy, umieszczony
na kolektorze w punkcie o najmniejszym poten¬
cjale.

Element trygerowej komórki pamięci według wy¬
nalazku pozwala na dwa do trzykrotnego zmniej¬
szenia prądu pasożytniczego wzmocnienia inwersyj-
nego w emiterze informacyjnym w porównaniu ze
znanymi konstrukcjami.

Powyższe pozwala zmniejszyć prąd zliczania wy¬
branej komórki i obniżyć moc zużywaną przez ko¬
mórki pamięci.

Omawiany element pamięci nie wymaga przygo¬
towania obszaru bazowego o specjalnej konfigura¬
cji, a oporność kolektora (błony epitaksyalnej) może
być jednocześnie wykorzystana jako kolektorowa
oporność obciążenia, ^wyznaczająca strukturę tran¬
zystorową. \

Powyższe pozwala) na otrzymanie zwiększonej
0 1,5 do 2 razy powierzchni trygerowej komórki
pamięci, opartej na '^ krysztale półprzewodnikowego
układu całkowego..

W elemencie trygerowej komórki pamięci we¬
dług wynalazku nie ma konieczności sporządzania
„utajonej" warstwy p+, co w znacznym stopniu
upraszcza technologię produkcji całkowego układu
pamięci. Małe napięcie szczątkowe na kolektorze
tranzystora jest zabezpieczone przez wprowadzenie
specjalnego dodatkowego wyprowadzenia kolekto¬
ra, umieszczonego w strefie pola o najmniejszym
potencjale i nie zależy od oporności właściwej bło¬
ny epitaksyalnej.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy¬
kładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia widok ogólny trygerowej komórki pa¬
mięci, złożony z dwóch elementów trygerowej ko¬
mórki pamięci, fig. 2 — przekrój wzdłuż linii II—II.

Trygerowa komórka pamięci według fig. 1 i 2
składa się z dwóch identycznych elementów 1 i 2,
umieszczonych na podłożu 3, wykonanym z krzemu
typu — p — z naniesioną epitaksyalną błoną 4
typu — n i są rozdzielone między sobą dyfuzją 5
typu — p. Prądowe zestyki kolektorowe 6, 7 ele¬
mentów 1 i 2 są zwarte i mogą być łączone na
wspólnym zestyku.

Elementy 1 i 2 w epitaksyalnej błonie 4 zawie¬
rają odpowiednio obszary podstawowe 8 i 9 ty¬
pu — p. W strefie podstawowej elementu 1 znaj¬
duje się czynny zestyk 10, adresowy emiter 11
(obszar n+ — typu przewodnościowego) i informa¬
cyjny emiter 12 (obszar n+ — typu przewodnościo¬
wego). Sygnałowy zestyk kolektorowy 13 elementu
1 umieszczony jest w epitaksyalnej błonie 4 od
strony zestyku 10 bazy 8 obszaru.

Element 2 zawiera w swym podstawowym obsza¬
rze 9 zestyk czynny 14, adresowy emiter 15 (obszar
n+ — typu przewodnościowego) i emiter informa¬
cyjny 16 (obszar n+ — typu przewodnościowego).

Sygnałowy zestyk kolektorowy 17 elementu 2
jest umieszczony w epitaksyalnej błonie 4 od stro¬
ny zestyku 14 w kierunku obszaru 9.

W celu utworzenia trygerowego elementu pamięci
zestyk 10 elementu 1 łączy się elektrycznie z sygna¬
łowym zestykiem kolektorowym 17 elementu 2,
a zestyk 14 elementu 2 łączy się z sygnałowym ze¬
stykiem kolektorowym 13 elementu 1. Połączenie
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elektryczne realizuje się za pomocą napylanych
ścieżek metalizowanych. Napięcie zasilające dopro¬
wadza się do wyznaczających prąd zestyków 6 i 7
elementów 1 i 2. Wprowadzenie i wyprowadzenie

5 informacji urzeczywistnia się przez sygnały elek¬
tryczne, doprowadzane odpowiednio przez szynowe
przewody metalowe 18 i 19 do informacyjnych emi¬
terów 12 i 16 obydwóch elementów 1 i 2. Adresację
komórki pamięci urzeczywistnia się przez nadawa-

10 nie sygnałów elektrycznych do szynowego przewodu
metalowego 20, łączącego adresowe emitery 11 i 15
elementów 1 i 2.

W celu ułatwienia odwzorowania i uproszczenia
opisu pracy komórki pamięci przytoczony przykład

15 wykonania ma elementy wyposażone w jeden emi¬
ter adresowy, których liczba może być odpowied¬
nio zwiększona, zależnie od metody adresowania
komórki pamięci.

Podczas pracy komórki pamięci, do której nie
20 przychodzi sygnał adresowy, występuje niższy po¬

tencjał szyny 20, łączący adresowe emitery 11 i 15,
od potencjału informacyjnych emiterów 12 i 16.

Przy opisywaniu działania komórki pamięci za¬
kłada się, że przejście emiter — baza emitera adre-

25 sowego 11 elementu 1 jest włączone w kierunku
prowadzenia. Oporność odcinka obszaru kolektoro-
rowego znajduje się pomiędzy prądowym zesty¬
kiem 7 i sygnałowym kolektorem 17 jest taka, że
prąd podstawowego elementu 1, płynący ze źródła

30 zasilania do zestyku 7 jest dostateczny do nasycenia
elementu 1. Przy tym mała wartość napięcia szcząt¬
kowego na sygnałowym zestyku kolektorowym 13
utrzymuje tranzystorowy element 2 w stanie zapo¬
rowym. W ten sposób uzyskuje się jeden ze sta-

35 nów trwałych trygerowej komórki pamięci.
Prąd kolektora elementu 1, przepływając od ze¬

styku 6 przez błonę epitaksyalną 4 obszaru kolek¬
tora do przejścia kolektor — baza pod adresowym
emiterem 11, powoduje spadek napięcia na opor-

40 ności kolektora występującego wzdłuż przejścia ko¬
lektor — baza, znajdującym się pod informacyj¬
nym emiterem 12, którego wielkość jest dostatecz¬
na do zamknięcia na tym odcinku przejścia kolek¬
tor — baza, zapobiegając przez to samo iniekcję

45 nośników z przejścia kolektor — baza, a tym sa¬
mym obniżając prąd pasożytniczy informacyjnego
emitera 12 wskutek obniżenia inwersyjnego wzmoc¬
nienia kolektor — baza — emiter informacyjny.

Powyżej rozpatrzono jeden z 2-ch możliwych sta-
5° nów trygerowej komórki pamięci, gdy w kierun¬

ku przewodzenia jest włączone przejście p-n adre¬
sowego emitera 11, a element 2 znajduje się w sta¬
nie wyłączonym. Drugi stan trygerowej komórki
pamięci urzeczywistnia się analogicznie, przy czym

55 w kierunku przewodzenia włączone jest przejście
p-n adresowego emitera 15, a element 1 jest wy¬
łączony.

Należy zaznaczyć, że ostre obniżenie prądu pa¬
sożytniczego osiąga się przez odpowiedni wybór

60 odległości pomiędzy emiterami 11 i 12, 15 i 16, opor¬
ności właściwej i grubości błony epitaksyalnej 4
przy zadanym prądzie kolektorowym. Praktycznie
jest to możliwe do urzeczywistnienia przy minimal¬
nych odległościach pomiędzy emiterami 11 i 12, 15

65 i 16 i pomiędzy krawędzią obszaru bazy 8, 9, a ko-
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lektorowym zestykiem 6, 7, przy zastosowaniu
błon epitaksyalnych, znanych przy wytwarzaniu
epitaksyalno-planarnych układów scalonych.

Jak widać z opisu, w strukturze półprzewodniko¬
wej elementu nie wymaga się stosowania „utajonej
warstwy p+", wprowadzanej zwykle w tranzysto¬
rach w celu zmniejszenia napięcia szczątkowego
między emiterem a kolektorem. Dzięki dużej opor¬
ności kolektora w obszarze bazy, która to oporność
zabezpiecza pracę elementu oraz wpływa na obni¬
żenie wzmocnienia inwersyjnego. Niskie napięcie
szczątkowe jest określane odpowiednim wyborem
położenia sygnałowego kontaktu kolektorowego.

Z powyższego wynika, że konstrukcja elementu
według wynalazku nie wymaga stosowania dodat¬
kowych powierzchni w obszarze bazy w celu obni¬
żenia wzmocnienia inwersyjnego oraz nie wymaga
doboru odpowiedniej konfiguracji obszaru bazy.
Obniżenie wzmocnienia inwersyjnego odbywa się
w kolektorze pod obszarem bazy przy odpowiednim

rozmieszczeniu obszarów emiterowych w stosunku
do wyznaczającego prąd zestyku kolektorowego.

Powyższe osiąga się bez konieczności zwiększenia
powierzchni, zajmowanej przez element na krysz-

s tale półprzewodnika.

Zastrzeżenie patentowe

Element trygerowej komórki pamięci wykonany
jako tranzystor wieloemiterowy, zawierający emiter
adresowy i informacyjny, obszar bazy i obszar ko¬
lektora z zestykiem prądowym znamienny tym, że
emiter informacyjny (12) i (16) umiejscowiony jest
między emiterem adresowym (11) i (15) i zadającym
prąd zestykiem (6) i (7) na takiej odległości od emi¬
tera adresowego, że odcinek przejścia kolektorowe¬
go, leżący pod emiterem informacyjnym (12) i (16)
jest przemieszczony w kierunku zaporowym, przy
czym komórka jest zaopatrzona w sygnałowy zestyk
kolektorowy (13) i (17), umieszczony w punkcie naj¬
mniejszego potencjału kolektora (10) i (14).

15



82824

F/B. 1

13 4-c,n.f7 Al

FIE.2

DN-3, z. 597/76
Cena 10 ił


	PL82824B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


